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Мемристором называется пассивный элемент в микроэлектронике
собный изменять свое сопротивление в зависимости от величины
через него электрического заряда. Первые мемристорные структуры
получены на основе оксида титана [1].  Аналогичный мемристорный
наблюдался нами в структурах на основе оксида алюминия. 

Были изготовлены экспериментальные образцы, состоящие из
вых электродов и пористого наноструктурированного оксида
Вольт-амперные характеристики исследуемых структур приведены
При изменении напряжения от 2 В до 10 В наблюдается уменьшение
тивления. При смещении напряжения в обратном направлении от
упомянутого изменения сопротивления не наблюдалось. Таким
лучена гистерезисная вольт-амперная характеристика, подтверждающая
личие мемристорного эффекта, что позволяет использовать их
ячеек памяти с высокой плотностью записи информации. 

 
 ВАХ исследуемых экспериментальных структур

при различных температурах. 
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